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Se propone una metodología de enseñanza para cursos de tecnología electrónica. El método 
incluye un adecuado balance entre los conceptos básicos necesarios y la información entregada 
en hojas de datos y catálogos de los fabricantes.  Usando este nuevo enfoque, se analiza la 
enseñanza de conceptos y aplicaciones de diodos semiconductores de rectificación. La 
metodología ha mostrado ser efectiva y debería ser incorporada en textos de tecnología 
electrónica. 
 









A teaching methodology for electronic technology courses is proposed. The method includes an 
appropriate balance between the necessary basic concepts and the information provided in the 
manufactures datasheets and catalogs. Using this new approach, the teaching of concepts and 
applications of rectification superconductor diodes is analyzed. The methodology has shown to be 
effective and should be included in electronic technology books. 
 
Keywords: electronic technology, electronic devices, teaching-learning process, semiconductor 
devices 
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INTRODUCCION 
 
Los componentes en general, y muy específicamente los dispositivos de estado sólido, han 
alcanzado un elevado nivel  de perfeccionamiento e importancia económica. Este nivel desarrollo 
alcanzado por la industria fabricante de componentes electrónicos hace que el comportamiento de 
dichos componentes, caracterizados por las correspondientes Hojas de Datos del fabricante, 
resulte cada vez más distante de lo que podría ser un comportamiento tipo, deducido directamente 
de una comprensión del funcionamiento básico del dispositivo. 
 
Desde el punto de vista del “utilizador” de componentes (como podría ser el caso de un diseñador 
de circuitos), frente a la penosa alternativa de una amplia comprensión del funcionamiento interno 
de toda una serie de dispositivos a partir de la comprensión de la correspondiente Hoja de Datos, 
en base a un conocimiento elemental del funcionamiento del componente. 
 
En consecuencia, en el presente artículo se plantea el interés de orientar la enseñanza de la 
Tecnología Electrónica hacia una serie de conocimientos que permitan establecer el puente entre 
la comprensión de unos fundamentos básicos y la interpretación de Hojas de Datos de los 
correspondientes componentes.  
 
El presente artículo expone, a título de ejemplo, un ejercicio básico de rectificación con diodos 
semiconductores, orientado con este enfoque de la enseñanza de la Tecnología Electrónica 
conocimientos básicos, características prácticas y resolución de ejercicios con componentes 
reales. 
 
APLICACIÓN A LA RECTIFICACIÓN DE MEDIA ONDA 
 
En la aplicación de rectificación de media onda que aquí se desarrolla, se pretende en primer 
lugar determinar las condiciones operativas a partir del conocimiento de las características del 
diodo. En segundo lugar se plantea la estimación de la temperatura del diodo, con la cual se 
podrán modificar eventualmente las condiciones operativas anteriores. 
 
Estimadas dichas condiciones operativas, se verificará que estas son compatibles con los valores 
limites de funcionamiento del diodo.  En caso positivo, se procederá a seleccionar el modelo de 
diodo adecuado según las tensiones inversas de trabajo utilizadas. 
 
 




Para rectificador de media onda (Figura 1) considerado (Gualda et al., 1992 y Malvino, 1994), se 
evaluaron los siguientes aspectos: 
 
1.-  Comportamiento en directa o en inversa: Cuando la tensión que suministra la fuente es 
positiva y superior a la tensión umbral del diodo, este conduce, siendo la tensión en el diodo (vD > 
Vγ) y en la carga proporcional a la de la fuente: 
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RVvv ++−= )( γ  (2)
 
donde RON es la resistencia del diodo en conducción 
 







−== γ   (3)
 
Si Sv  es negativa, el diodo estará en corte y la única corriente que circulará por el será la de 
saturación inversa: 
 
0Iii LD −==  
 
(4)




2.- Limitación por tensión máxima: La tensión máxima en la carga, LV , se obtiene cuando el diodo 
está en conducción y depende de la amplitud de la tensión de la fuente, SV , y de γV . Cuando 
SV >>   γV , se puede despreciar el efecto de γV y el diodo no ejerce ninguna limitación. 
 
)(0 LSSD RRIvv ++−=  (6)
 
Por otro lado, cuando el diodo no conduce, toda la tensión de la fuente cae en el diodo, limitando 
la tensión inversa de este el valor máximo de SV . Como este proceso se repite cada ciclo de la 
señal de entrada, la magnitud que hay que considerar es la tensión inversa de pico repetitiva, 
RMMV . 
 
3.- Limitación por corriente máxima: La máxima circulación de corriente en la carga se produce 
cuando el diodo está en conducción.  Como esta intensidad es la misma que circula por el diodo, 







×== γmaxmax  (7)
 
Por idéntico razonamiento que en el apartado anterior, la magnitud concreta a tener en cuenta es 
la corriente directa de pico repetitivo, FRMI . 
 
4.- Potencia disipada en el diodo: La potencia disipada en el diodo durante su conducción es 







×≈ γ  (8)
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Para llegar a este resultado se ha tenido en cuenta que SV >> γV  y se ha despreciado el efecto de 
ONR  frente al valor de la carga. 
En el caso de polarización inversa del diodo, el resultado es: 
 
Π
×≈ 0IVP SmediaINV  (9)
 
 
5.- Temperatura del diodo: La temperatura de funcionamiento del diodo se calcula: 
 
PRTT thA ×+=  (10)
 
Suponiendo la alimentación a 50 Hz, el período es suficientemente pequeño para que se pueda 









Fig. 2: Diodo rectificador de silicio IN4001 
 
Hoja de Datos 
 
En esta aplicación se plantea la utilización de u diodo de la serie IN4000 (Phillips, 1992) cuyas 





Fig. 3: Característica V-I típica del diodo 
IN4001 
 Fig. 4: Corriente máxima en el diodo en 
función de la temperatura ambiente 
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Obtención de resultados 
 
Se considera que la fuente suministra 36 Vef, 50 Hz, y que su resistencia interna es de 1.5Ω. 
Suponemos además que la carga vale 15Ω y la temperatura ambiente 25° C. Se pretende 
determinar el diodo más adecuado para el diseño del rectificador dentro de la serie IN4000. 
 




Teniendo en cuenta que el valor máximo de tensión a la entrada del rectificador es 50.9 V., se 
deduce que sería suficiente con seleccionar el dispositivo IN4002, con objeto de que no se supere 
la tensión inversa de pico repetitivo RRMV . 
 
La corriente directa media que soporta el diodo es el parámetro )(AVFI  y vale 1.0 A. para toda la 
serie.  La corriente máxima viene determinada por FRMI , valiendo 10 A. Para las características 
indicadas del circuito, la máxima intensidad que circula es aproximadamente 3.08 A. según (7), 
calculado por exceso al haber despreciado γV  y ONR . Este valor está por debajo  de las 
limitaciones del diodo seleccionado. 
 
Para el cálculo de la potencia directa disipada se necesita conocer la resistencia en conducción 
ONR  y la tensión umbral γV  del diodo. Se calcula ONR  como FF IV ∆∆ / , a partir de la Figura 3. 
Previamente, se necesita conocer el valor medio de la corriente en el diodo: 
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max 〈Π=  (12)
 
Tomando los puntos comprendidos entre 1 y 0.6 A de la Figura  3, se observa que FV oscila entre 
0.95 y .09, por tanto, Ω≈ 125.0ONR  
 
De la Figura 3 se obtiene un punto medio de funcionamiento del diodo, caracterizado por FI =  
0.98 A., FV = 0.95 V. Extrapolando, según la pendiente dada por ONR , se obtiene 
γV aproximadamente igual a 0.8 V. Con ello se deduce mediaDIRP = 0.75 W, a partir de (8). 
 
Para calcular la potencia en inversa hace falta conocer la corriente inversa 0I , que según la Tabla 
1 puede considerarse como 10 µA. Esto da una potencia disipada en inversa (9) entorno a 162 
µW, lo cual resulta claramente muy inferior a la disipada en directa y de efecto despreciable. 
 
Para evaluar la temperatura en el diodo se utiliza la resistencia térmica, thR , dada en la Tabla 1 y 
de valor 120 K/W. Con ello se obtiene 73°C, empleando la ecuación (10). Con este incremento de 
temperatura se observa en la Figura 3, que las condiciones operativas se ven afectadas en la 
tensión de codo, que diminuiría en 0.1 V aproximadamente. Sin embargo, la corriente máxima que 
puede soportar el diodo no cambia (Figura 4), con lo cual, se concluye que, en primera 




El ejemplo tratado expone claramente la contribución del manejo directo de una Hoja de Datos 
como fuente de información sobre componentes reales y como elemento didáctico en sus 
aspectos de: interpretación de características prácticas y selección de componentes. 
 
El interés del manejo directo de Hojas de Datos puede reforzarse notablemente si, además, los 
mismos componentes se utilizan para desarrollar pequeños trabajos de simulación y/o prácticas 
de laboratorio, que permitan contrastar los resultados previamente obtenidos mediante ejercicios 
del tipo aquí tratado. 
 
Finalmente, se desea también señalar que, según la experiencia de los autores (Menéndez, 
1995), el proyecto docente en Tecnología Electrónica resulta todavía más reforzado si el 
estudiante participa en búsqueda y selección de Hojas de Datos que reflejan el estado del 
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